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. Bipolar transistor, BJT, (200) i kiselkarbid, SiC, vilkken BJT innefattar ett

kollektoromrade (220), ett basomrade (240) och ett emitteromrade
(260), i vilken ett ytpassiveringsskikt (270) ar deponerat mellan en
emitterkontakt (261) for anslutning av emitteromradet och en bas-
kontakt (241) fér anslutning av basomradet, varvid ytpassiverings-
skiktet inducerar ett utarmningsomrade under ytpassiveringsskiktet i
den extrinsiska delen av basomradet, varvid BJT:en i SiC vidare inne-
fattar en ytgate (280) anordnad vid det deponerade ytpassiverings-
skiktet och anordnad att Iagga pa en negativ elektrisk potential pa det
deponerade ytpassiveringsskiktet med avseende pa den elektriska
potentialen i basomradet, varvid den elektriska potentialen har ett
varde som reducerar och féretradesvis helt trycker tillbaka utarmnings-
omradet.

. BJT i SiC enligt krav 1, varvid basomradets basdos Qg bestams som

en funktion av en é6nskad penetrationsgenombrottsspanning, Vce.pr,
hos BJT:en enligt féljande uttryck:

gxQ;

Verpr
2xgx N

i vilket N¢ &r dopningskoncentrationen hos kollektoromradet, q &r
elektronladdningen och €s &r den dielektriska konstanten fér SiC.

. BJT i SiC enligt krav 1 eller 2, varvid basomradets basdos ligger i

intervallet 1,1-1,5x10" cm™, och &r féretradesvis lika med cirka
1,3x10" cm™.

. BJT i SiC enligt nagot av féregaende krav, varvid ytpassiveringsskiktet

ar belaget pa en sidovagg hos bas-emitterévergangen, eller pa en
sidovégg hos emitteromradet, och utbreder sig pa BJT:ens yta mot
baskontakten.

. BJT i SiC enligt nagot av féregaende krav, varvid ytpassiveringsskiktet

ar gjort av ett dielektriskt material och ytgaten ar gjord av ett ledande
material.
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. BJT i SiC enligt nagot av féregaende krav, varvid det deponerade

ytpassiveringsskiktet ar ett kiseldioxidskikt deponerat med
plasmaassisterad CVD (eng.: plasma-enhanced chemical vapor
deposition, PECVD).

. BJT i SiC enligt nagot av féregaende krav, varvid ytgaten &r elektriskt

forbunden med emitterkontakten.

. Forfarande for tillverkning av en bipolar transistor, BJT, i kiselkarbid,

SiC, vilken BJT innefattar ett kollektoromrade, ett basomrade och ett
emitteromrade, varvid férfarandet innefattar stegen att:

deponera ett ytpassiveringsskikt ovanpa BJT:en, vilket
passiveringsskikt &r anordnat mellan en emitterkontakt fér anslutning
av emitteromradet och en baskontakt for anslutning av basomradet,
varvid ytpassiveringsskiktet inducerar ett utarmningsomrade under
ytpassiveringsskiktet i den extrinsiska delen av basomradet; och

tillhandahalla en ytgate vid ytpassiveringsskiktet, varvid ytgaten
ar anordnad att lagga pa en negativ elektrisk potential med avseende
pa den elektriska potentialen i basomradet for att reducera, och
féretradesvis helt trycka tillbaka, utarmningsomradet som har bildats
under ytpassiveringsskiktet.

. Forfarande enligt krav 8, varvid basomradets basdos Qg bestams som

en funktion av en 6nskad genombrottsspanning, Vce.pt, hos BJT:en
enligt féljande uttryck:
2
X
Veppr = 2_q—Q—B
x&¢x N,
i vilket N¢ &r dopningskoncentrationen hos kollektoromradet, q &r
elektronladdningen och €s ar den dielektriska konstanten fér SiC.

10.Forfarandet enligt nagot av kraven 8-9, varvid basomradets basdos

ligger i intervallet 1,1-1,5%10"® cm™, och ar féretradesvis lika med cirka
1,3x10" cm.

11.Fo6rfarande enligt nagot av kraven 8-10, varvid deponeringssteget

innefattar plasmaassisterad CVD, PECVD, av ett kiseldioxidskikt.
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12.Foérfarande enligt krav 11, vidare innefattande ett glédgningssteg som
utférs i NoO- eller NO-omgivning.
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